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摘 要

由於積體電路內含密度大幅提升，元件尺寸不斷縮小，超薄氧化層之穿隧效應所產生的電流洩漏致使以二氧化矽做為閘極

氧化層的優勢逐漸消失，導致以高介電（High - k）材質來取代二氧化矽的方法受到廣泛的研究與重視。高介電係數氧化

物中稀土族元素氧化物也是受到廣泛研究的領城之一，本研究針對稀土族元素中的鋯金屬，採用陽極氧化方法來完成鋯金

屬氧化層的製備。經由原子力顯微鏡（AFM）量測薄膜表面、穿透式電子顯微鏡（TEM）量測其剖面圖，不同氧化時間

所成長的氧化物薄膜厚度不同、成長層面不同、顆粒大小也不同、薄膜表面粗糙度（Ra）亦有所差異。若再由微觀的角度

加以探討，長晶的方向是由底部（基材的表面）往上成核再逐漸堆疊成錐體，各錐體尖端經軟體 做輾平的操作後，所呈現

的圖案略有雷同之處，其中以方形及長方形為主，且氧化時間越長， 方形面積有逐漸增大趨勢，表面上所呈現的成長紋路

也越複雜。而結晶結構與成長時間卻無相依關係，由量測所得到的結果，發覺所成長的結晶結構皆為四面錐體，但以X光

光電子能譜（XPS）對薄膜表面、深層所做的量測結果，卻發現Zr3d的束縛能隨著氧化時間之增長而有逐漸增大的傾向。

絕緣特性足以適用於閘極氧化層的場合，故以陽極氧化是可行的方法，希望此一研究成果能做為改善閘極氧化層製程技術

的參考。
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